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研究の背景と目的 グラフェンは炭素原子の六員環構造を有する材料である。我々はこれまでの実験

や数値解析の結果、光学励起されたグラフェンがテラヘルツ帯で反転分布・負性導電率を示し、テラ

ヘルツ光の自然放出ならびに誘導放出が可能であることを理論解析により発見し、実証実験に成功し

ている[1-4]。本発表では、さらなる利得媒質としてのグラフェンの特性の向上を目的として、反転分

布状態および利得スペクトルを決定する物性パラメータであるグラフェンのキャリア運動量緩和時間

を、テラヘルツ時間領域分光法（THz-TDS）を用いて実験的に導出したので報告する。 

実験 CVD 成長したエピタキシャルグラフェン[5]をノンドープの 300 µm 厚の SiO2/Si 基板に転写し

た。THz-TDS の実験系を用いてグラフェン転写試料、及びグラフェンの転写されていない基板に THz

を透過させた。その時間応答波形 (Fig. 1) をフーリエ変換することでグラフェン単体の透過率スペク

トルを算出しテラヘルツ帯光学導電率を得た(Fig. 2)。得られた導電率スペクトルは、高周波側はテラ

ヘルツ光源の強度が弱いためドルーデモデルに従う導電率[6]スペクトルと測定点に差があるが、低周

波側では概ね一致し、両者のカーブフィッティングによって、運動量緩和時間τはτ  150fs と同定さ

れた (Fig. 2) 。当初はグラフェンの品質を考慮し、運動量緩和時間は 1 ps オーダーになると予想し

ていたが、保管状態などのグラフェンにダメージが加わる要因により、結果としてサブピコオーダー

のなったものと思われる。  

結論 グラフェンにおける運動量緩和時間をテラヘルツ帯光学応答より実験的に同定した。 
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Fig. 1 グラフェンを透過したテラヘルツの時間波形．     Fig. 2 導電率曲線と実験値． 
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